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※概要（Summary ）： 

 イオン液体ゲート制御のフッ化グラフェン FET を

作製し、フッ化によるバンドギャップ形成およびイオ

ン液体による高キャリア密度ドープ実現を目指した。 

 電気特性を測定した結果、フッ化による抵抗率上昇

に加え、イオン液体により低電圧で高密度のキャリア

をドープできることを確認し、on/off 比の向上が見ら

れた。 

 

※実験（Experimental）： 

 SiO2(285 nm)/Si 基板上に機械的剥離法によりグラ

フェンを作製し、Ar/F2 プラズマ中でフッ化処理を施

した。 

 電子ビーム露光装置を用いて電極パターンを露光

した後、電子銃蒸着器により Ti/Au 薄膜を蒸着し、最

後にリフトオフを行い、電極を作製した。 

 その後、フッ化グラフェン上にイオン液体を乗せ、

試料の作製を完了した。 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

図 1 に(a)未フッ化と(b)30 分フッ化後のグラフェン

の-VG特性を示す。それぞれイオン液体を乗せる前と

乗せた後について測定を行った。フッ化により抵抗率

が上昇していることがわかる。また、イオン液体を用

いることでバックゲート測定では到達できなかった

領域までゲート電圧をかけられるようになったため、

抵抗率の最小値が小さくなった。また最大値もイオン

液体ゲートの方が大きくなった。以上のことから、フ 

 

 

ッ化とイオン液体ゲートにより on/off比が向上すること

がわかった。 

 

※その他・特記事項（Others）： 

・今後の課題 

 イオン液体ゲート制御デバイスの抵抗率の温度依存

性を測定し、輸送メカニズムを解明する。 
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図 1 (a)未フッ化デバイスと(b)30min フッ化デバイスの

-VG特性 
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